
Отмечено, что максимум отклика лазера имеет место в около- 
пороговой области J  = Jth. При малой степени связи Я3 имеется отчет
ливое плато на зависимости оптоэлектронного сигнала от тока ин- 
жекции которое становится менее выраженным при больших
Яз.

При наличии внешнего отражателя зарегистрировано перерас
пределение интенсивности по модам собственного резонатора лазера, 
причем при перемещении внешнего отражателя в пределах ~4-40 мм 
характер перераспределения изменяется. Наблюдаемое поведение мо- 
довых характеристик связано с некогерентным характером оптиче
ской обратной связи (/>>/с~0.2-0.3 мм). Последнее обусловлено мно
гомодовым характером генерации (ДА< 3 нм, З А -  0.3 нм).

Абсолютные значения оптоэлектронного сигнала указывают на 
возможность использования лазера в качестве чувствительного детек
тора собственного излучения, отраженного (рассеянного) от внешних 
объектов.
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Брэгговское отражение света от полупроводниковых сверхре
шеток (СР) широко применяется в различных оптических устрой
ствах, таких как лазеры с вертикальным выводом излучения, волно
воды и модуляторы, основанные на эффекте отражения [1, 2]. К 
настоящему времени исследованы энергетические коэффициенты от
ражения и поляризационные эффекты при наклонном падении свето
вых волн на СР с линейным поглощением одним из слоев [3]. Случай 
брэгговского отражения от резонансно поглощающих СР, имеющий 
место в условиях, когда частота падающей световой волны близка к 
частоте экситонного резонанса в одном из слоев СР, практически не 
рассматривался. Хотя известно, что сверхрешетки на основе GaAs- 
AlAs имеют экситонные полосы поглощения, лежащие в инфракрас
ной области спектра.
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В работе исследованы энергетические и поляризационные ха
рактеристики отраженных световых волн при их наклонном падении 
на СР из GaAs-AlAs, когда частота экситонного резонанса располо
жена в пределах одного из брэгговских максимумов отражения. Ча
стотная зависимость диэлектрической проницаемости GaAs в окрест
ности изолированного экситонного резонанса описывалась функцией

е 2 ( ю )  =  е 2
1 О  LTI + ---------— где е2 = n 2 , оо — частота экситонного

V О д  —  О  — l T ;

резонанса, о  LT — продольно-поперечное расщепление, Г — затухание 
экситона. Исследовалась классическая сверхрешетка GaAs-AlAs с по
казателями преломления ni = 3.4 и n2 = 3.6 и соотношением толщин 
слоев a = b =Л/2, Л — период СР. Параметры экситона оо, о  LT и Г 
брались из экспериментальной работы [4].

Показано, что наличие экситонного резонанса приводит к глу
бокой модуляции коэффициентов отражения ТЕ и ТМ-волн на резо
нансной частоте и возникновению эллиптической поляризации отра
женной световой волны, величины которых пропорциональны числу 
слоев СР.
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Для получения одночастотного режима используют распреде
ленную обратную связь [1]э брэгговские зеркала [2], различные типы 
внешних резонаторов. Однако все эти схемы сложны либо в кон
структивном, либо в технологическом исполнении. Благодаря совер
шенствованию гетероструктур полупроводниковых лазеров в настоя
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